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FZ-Si 結品中では，窒素の赤外吸収較正曲線の作成に成功したが，酸素混入の多い CZ-Si 結晶では窒
素の較正曲線を作ることができず，逆に赤外不活性の窒素の存在を明らかにすることができた。
GaAs 結晶については炭素とホウ素の同時定量法を確立し，製造条件の違いによる炭素，ホウ素及び
酸素濃度を測定し，炭素は CO として結晶中に混入することを明らかにした。半絶縁性を左右する重要
な不純物である炭素の赤外吸収較正曲線を作成し，較正値が従来使われていた値の 1/3.4であること
を明らかにした。
本研究は，従来，間接的な方法でしか検出出来なかった半導体中の軽元素不純物の高感度直接分析法
を実現したものである。この論文により，将来の超高密度集積化デバイス製作のための高純度半導体材
料の開発に有力な手掛かりが得られた。よって本論文は博士論文として価値あるものと認めるO
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